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Resumen— Los dispositivos de silicio son fundamentales en
los convertidores de potencia. Aunque existen nuevos desarrollos
con este material, muchas veces el silicio tiene lı́mites fı́sicos
que son difı́ciles de superar. Por esta razón, han aparecido
nuevos semiconductores conocidos como wide bandgap (WBG).
Estos proporcionan una mejora sustancial en comparación con el
silicio. Sin embargo, a dı́a de hoy, necesitan un mayor grado de
desarrollo. Estos nuevos dispositivos presentan menores pérdidas,
trabajan en rangos de 1200-1700 V y 50-100 A, con resistencias
de conducción del orden de los mΩ y cargas del dispositivo de
nC con temperaturas de 150-175oC con grandes perspectivas de
mejora. Este artı́culo proporciona una revisión tecnológica de
los dispositivos de electrónica de potencia de SiC y GaN con
sus propiedades más caracterı́sticas y una revisión general de los
dispositivos existentes en el mercado.

Palabras Clave— SiC, GaN, wide bandgap, diodo, BJT, JFET,
MOSFET, IGBT, HEMT, HFET, cascodo, GIT.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en dı́a, la tecnologı́a de los dispositivos de potencia de
silicio (Si), especialmente los IGBTs, tiene un gran nivel de
desarrollado empleando diferentes arquitecturas para resolver
los problemas que plantean las aplicaciones de potencia. Los
fabricantes tratan de reducir las pérdidas, tanto estáticas como
dinámicas, al igual que intentan obtener dispositivos más
robustos frente a los problemas de sobrecorriente durante
el apagado (IRR) y mejorar la capacidad de cortocircuito
[1]. Una solución adoptada para mejorar el rendimiento de
los dispositivos de silicio es diseñar nuevas arquitecturas.
Esta filosofı́a se aplica en la tecnologı́a de los IGBTs de
silicio dividiendola en dos principales arquitecturas (figura 1):
compuerta planar [2] y compuerta trench [3]. Las primeras
tecnologı́as desarrolladas fueron la punch through (PT) [4] y
la non punch through (NPT) [5]. De la fusión de los conceptos
de ambas tecnologı́as surgió la arquitectura field stop (FS) [6]
y sus derivados según el fabricante (soft punch through (SPT)
para ABB y light punch through (LPT) para Mitsubishi). Por
otro lado, el desarrollo de la tecnologı́a trench fue un punto
de inflexión, ya que dicha tecnologı́a se podı́a implementar
sobre las arquitecturas planares dando lugar a arquitecturas
avanzadas como es el caso de la trench field stop (trench
FS) [7]. Sin embargo, en ocasiones, todos estos avances en la
tecnologı́a del silicio no son suficientes para las aplicaciones
de potencia.

La tecnologı́a de los semiconductores de potencia de si-
licio tiene algunos lı́mites relacionados con el material del
sustrato o la calidad de su epitaxia. Estos problemas deben ser
abordados para mejorar las aplicaciones. Una forma es, como
ya se ha visto, mediante el desarrollo de nuevas arquitecturas
avanzadas. Pero existe otra manera, que es el uso de nuevos
materiales como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio
(GaN) que presentan mejoras respecto al silicio. Estos nuevos
materiales intentan solucionar algunos de los problemas tı́picos
que tiene el silicio como el voltaje de bloqueo, la temperatura
de operación y la frecuencia de conmutación. En el futuro,
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Fig. 1. Arquitecturas de los IGBTs de silicio.

los dispositivos de GaN tendrán un mejor comportamiento en
altas tensiones y corrientes que el SiC, ya que se encuentran en
pleno proceso de desarrollo, pero a corto plazo el SiC es mejor
opción que el GaN, ya que sus propiedades y el proceso de
producción tiene un mayor grado de madurez. Además, ambas
tecnologı́as presentan buenos comportamientos térmicos, lo
que permite mejorar y hacer más sencillo el proceso de
paralelización de los semiconductores.

El propósito de este artı́culo es dar una visión de las
caracterı́sticas, rangos, estado de la tecnologı́a y otros factores
de los distintos dispositivos de potencia fabricados con SiC y
GaN. El artı́culo se centra en aquellos semiconductores que
están siendo vendidos o serán comercializados. Asimismo, se
explica las ventajas y desventajas de los dispositivos de SiC
y GaN que se muestran en la clasificación de la figura 2 [8].

II. DISPOSITIVOS DE CARBURO DE SILICIO (SIC)
Los dispositivos que son diseñados con este nuevo material

se presentan, hoy en dı́a, como alternativa para fabricar conver-
tidores de potencia. El material SiC tiene importantes ventajas
sobre el silicio, como mayores niveles de tensión, menores
caı́das de tensión, mayores temperaturas y mayor conductivi-
dad térmica [9]. Por otro lado, la principal desventaja del SiC
reside en que el proceso de fabricación es más complicado que
el del silicio. Además, el precio del sustrato es mayor que el
del silicio. Sin embargo, existen fabricantes como CREE, Fuji
Electric, GeneSiC, Infineon, etc, que gracias a la aparición de
nuevos métodos de producción, pueden fabricar y desarrollar
dispositivos con esta tecnologı́a a precios razonables y con
calidad. Estos fabricantes, incluso, pueden producir módulos
totalmente de SiC de varias topologı́as (tabla II).

A. Diodos SiC

Las principales ventajas de estos diodos son la recuperación
inversa y las pérdidas de conmutación, ya que los diodos
SiC tienen gran independencia de la carga de recuperación
inversa (QRR), de las variaciones de corriente ( didt ), de los
niveles de corriente y de la unión térmica. Estos dispositivos
normalmente tienen una baja QRR, comparada con los valores
de los diodos de silicio, y un coeficiente de temperatura
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Fig. 2. Clasificación de dispositivos SiC y GaN que forman la tecnologı́a WBG.

positivo que reducen el EMI [10]. Con los diodos SiC es
posible obtener voltajes 10 veces superiores al silicio en el
mismo tamaño de dispositivo. Existen 3 tipos de diodos SiC:
schottky barrier diodes (SBD), PiN y junction barrier schottky
(JSB) [11], [12]. Finalmente, es importante decir que los
diodos SiC son los dispositivos WBG más desarrollados, ya
que existe gran cantidad de fabricantes como CREE, Global
Power e Infineon con capacidad de producir diodos de muy
diversos rangos de tensión y corriente (figura 5(a)). Aunque la
calidad de los dispositivos es muy distinta entre fabricantes,
los voltajes se encuentran entre los 600-1700 V y corrientes
de 2-10 A con QRR de 3 − 370 nC (figuras 5(b) y 5(c)).

B. BJT SiC
Se trata de un un dispositivo bipolar que se encuentra

apagado por defecto (esto no ocurrirá en otros dispositivos,
tal y como verá más adelante). Algunas ventajas que presenta
este dispositivo son las bajas caı́das de tensión de conducción y
baja tensión base-emisor, cancelación de tensión base-colector
y un rápido comportamiento de conmutación. Sin embargo, la
principal desventaja de este dispositivo es que es controlado
por corriente, ello implica que el diseño del driver de control
es más complicado que el diseño de un dispositivo controlado
por tensión. Estas ventajas y desventajas son tı́picas de la
estructura BJT, pero los BJTs de SiC tienen otras mejoras
respecto a las estructuras de silicio. Dichas mejoras se deben al
buen comportamiento con alta tensión y temperatura evitando
que el óxido de la estructura de compuerta se deteriore (figura
3) [13]. Además, dichos dispositivos son muy sencillos de
paralelizar debido a que con el incremento de temperatura la
ganancia de corriente decrece y la resistencia térmica aumenta
[8]. El fabricante GeneSiC ha desarrollado un BJT especial
(figura 5(d)), cuyo nombre es SJT (super junction transistor)
que se controla mediante tensión, de esta forma estos BJTs
pueden ser controlados mediante los mismos circuitos de
driver que la tecnologı́a MOSFET. Estos nuevos dispositivos
BJT suelen tener unos valores hfe de 104 (A/A) y rangos de
corriente 3-160 A (figuras 5(e) y 5(f)).

C. JFET SiC
En el desarrollo de este semiconductor fue fundamental la

mejora del sustrato SiC para poder fabricar dicho dispositivo,
tal y como se conoce hoy en dı́a. Éste es un dispositivo muy
interesante para aplicaciones de electrónica de potencia por
algunas de sus caracterı́sticas [14]:

• Existen uniones p-n que permiten operar a alta tempera-
tura sin problemas de estabilidad.

• La tensión umbral para el apagado o encendido no
depende de la temperatura.
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Fig. 3. Tensión de ruptura de los BJT de SiC.
• Es posible ajustar la resistencia de conducción con la

temperatura.
Los JFETs de SiC se pueden clasificar en dos tipos de
dispositivos [15]:
a) Lateral channel JFET (LCJFET): se encuentra encendido

por defecto y es necesario aplicar un voltaje negativo entre
compuerta - drenador para apagar el transistor.

b) Vertical trench JFET (VTJFET): este tipo tiene dos va-
riantes EMVTJFET (apagado por defecto) y DMVTJFET
(encendido por defecto). El DMVTJFET no tiene en su
estructura un diodo antiparalelo y, por esa razón, es de
gran interés para muchas aplicaciones, ya que es posible
conectarlos con otros diodos SiC en antiparalelo.

Algunos fabricantes (figura 5(g)), como Infineon y United
Silicon Carbide (USC) fabrican dispositivos DMVTJFET, los
cuales mantienen la problemática de ser dispositivos encen-
didos por defecto. Sin embargo, United Silicon Carbide, es
capaz de combinar los dispositivos SiC JFET con un transistor
MOSFET en modo cascodo para solventar el problema de
encendido por defecto y obtener un dispositivo estándar. Por
último, los JFET de SiC presentan bajas resistencias de con-
ducción (1,6-6 Ω, figuras 5(h) y 5(i)) trabajando a temperaturas
de 175oC para voltajes de 1200 V y rangos de corriente entre
21-38 A.

D. MOSFET SiC

Hoy en dı́a, este dispositivo ofrece el mejor comportamiento
para aplicaciones de potencia debido a que su estructura es
vertical, está apagado por defecto y emplea circuitos de driver
sencillos. Además, los MOSFETs de SiC tienen una carga de
compuerta similar a los IGBTs de silicio y, por estas razones,
pueden ser usados con los mismos circuitos de control. La
principal desventaja es la falta de robustez, ya que el óxido
de la compuerta puede perder estabilidad y fiabilidad, pero
los fabricantes están trabajando para solventar este problema
y obtener mejores dispositivos [8] capaces de trabajar a altas
temperaturas entre 150-200oC.

Los módulos que implementan MOSFETs de SiC suelen
aparecer con diodos JBS de SiC (figura 5(j)) formando estruc-
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Fig. 4. Tensión de conducción de MOSFET SiC y Si IGBT.
turas similares a los IGBTs de silicio con sus diodos Schottky
en antiparalelo. Estos módulos de SiC pueden ser comparados
con los módulos IGBT de silicio, como ocurre en la figura 4,
ya que presentan pérdidas de encendido similares pero mejores
comportamientos de apagado [16], con rangos de tensión (400-
1700 V) y corriente (2,6-100 A) similares para aplicaciones
de potencia media (figuras 5(k) y 5(l)).

E. IGBT SiC

Actualmente, estos dispositivos son prototipos en fase ex-
perimental. Por esta razón, sus prestaciones están lejos de lo
que se espera lograr en un futuro [17]. El principal incon-
veniente es el material del sustrato, ya que los fabricantes
no son capaces de encontrar la concentración adecuada de
electrones y huecos. Por otro lado, las técnicas y procesos de
fabricación deben ser estandarizadas para poder disponer de
una producción industrial [18]. Hay que tener en cuenta que
cuando los fabricantes hablan de IGBTs de SiC, en realidad se
trata de IGBTs de silicio con diodos de SiC que mejoran las
propiedades de los IGBTs (600-1200 V y 15-600 A), como
ocurre en los módulos de la tabla I.

III. DISPOSITIVOS DE NITRURO DE GALIO (GAN)

Este nuevo material presenta un gran interés para ser usado
en dispositivos para elevados voltajes y temperaturas, gracias a
su wide bandgap (WBG), su amplia zona de campo eléctrico,
su movilidad de los electrones y su buena conductividad
térmica. El material GaN tiene grandes ventajas sobre el
silicio, incluso sobre el SiC, ya que tiene un mayor nivel de
ruptura con menor resistencia de conducción para el mismo
área (figura 6). En un futuro se espera obtener un sustrato que
sea más de 100 veces superior al silicio y 10 veces al SiC
[19]. Los dos principales aspectos que debe mejorar dicho
material son la resistencia de conducción y la velocidad de
conmutación, ello redundará en una reducción de las pérdidas
tanto de conducción como conmutación.

Sin embargo, hoy en dı́a, la mayorı́a de los dispositivos
de GaN son prototipos sin una producción industrial. No
obstante, existen algunas soluciones hı́bridas con silicio e, inc-
luso, con SiC. Estos dispositivos hı́bridos, también llamados
estructuras heterogéneas, permiten la producción de grandes
cantidades de dispositivos, lo que no es posible con estructuras
homogéneas de GaN por problemas con el sustrato. Cuando la
tecnologı́a sea capaz de producir un sustrato de GaN de gran
calidad y sin ningún problema en las uniones, los dies de
los dispositivos serán más pequeños, reduciéndose los efectos
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Fig. 6. Tensión de ruptura del GaN.

de EMI y bajando los costes. Por todas estas razones, hay
una gran expectación en esta tecnologı́a para aplicaciones de
automoción y tracción donde es necesaria la aparición de
mejoras respecto a las pérdidas de potencia, temperatura e
integración de los sistemas [20].
A. Diodos GaN

El sustrato GaN tiene algunos problemas con la conduc-
tividad eléctrica y su calidad que afecta la barrera Schottky.
Por ello, los diodos GaN Schottky (600 V/10-15 A) presentan
una estructura lateral o quasi-vertical. Además, el coste del
material GaN es muy elevado y los fabricantes prefieren
diseñar los diodos con estructuras heterogéneas como silicio,
SiC e, incluso, zafiro [21].
B. HEMT/HFET GaN

Se trata de un transistor unipolar de canal n con diseño
lateral y suelen ser fabricados con una estructura AlGaN/GaN
sobre un sustrato heterogeneo como el silicio. En el proceso de
fabricación de este dispositivo hay que destacar la formación
de dos capas entre el GaN y el silicio [22]:

• AlGaN/AlN: esta capa es muy importante para controlar
el crecimiento de las otras.

• GaN/AlN: se encuentra en el medio de la estructura
superior y reduce el número de rupturas que se producen
en el dispositivo.

Cuando las capas AlGaN y GaN se conectan, se forma una
capa llamada 2DEG, la cual proporciona al dispositivo la
pequeña resistencia de conducción. El dispositivo destaca por
tener un especial comportamiento:
a) Corriente de colapso: se produce cuando un voltaje conti-

nuo entre drenador-fuente captura un electrón en la capa
AlGaN (buffer). Este efecto produce un incremento de
la resistencia de conducción, un aumento del voltaje de
bloqueo y una reducción de la capacidad del dispositivo.

b) Efecto de canal corto: la distancia entre fuente-compuerta
y la longitud de la compuerta son fundamentales para
reducir los efectos punch through. Estos dependen del vol-
taje drenador-fuente para suministrar corriente al drenador
cuando éste se encuentra fuera de la región de saturación.

En este dispositivo, el voltaje de bloqueo depende linealmente
del grosor de la capa epitaxial y sus rangos de tensión y
corriente son, aproximadamente, de 600 V y 10 A.

C. HEMT cascodo GaN

La tecnologı́a permite implementar GaN sobre silicio con
buenos resultados para aplicaciones de media potencia. Es
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importante indicar que estos dispositivos pueden conducir
corriente en ambos sentidos. Ello hace que los dispositivos
HEMT de GaN muestren un gran potencial como diodos
freewheeling. La solución GaN que puede implementar esta
tecnologı́a es el HEMT hı́brido de GaN [23]. Un ejemplo de
fabricante de estos dispositivos es Transphorm. Este dispositi-
vo tiene un dispositivo tradicional de silicio en configuración
cascodo para garantizar la seguridad de la aplicación de
potencia. La configuración consiste en un dispositivo HEMT
GaN cuya entrada de alta tensión está conectada a la salida del
transistor de silicio. De esta manera, se garantiza que el dispo-
sitivo se encuentre apagado por defecto, que es una carencia
del dispositivo HEMT de GaN. El dispositivo presenta unas
menores pérdidas en comparación con la tecnologı́a MOSFET
de silicio, como se ve en la figura 7, permitiendo trabajar a
frecuencias elevadas. Sin embargo, la principal desventaja son
los reducidos rangos de tensión y corriente (600 V/12 A) [24].

D. GIT GaN

El dispositivo GIT de GaN surge para solucionar el prin-
cipal problema de los transistores de GaN: están encendidos
por defecto. El GIT introduce una capa p-AlGaN sobre la
estructura AlGaN/GaN para solucionar este problema. Los
diseñadores introducen una polarización para tener un mayor
nivel de portadores en la capa AlGaN/GaN. De esta forma, el
dispositivo está apagado por defecto. Por lo tanto, se puede
decir que el GIT es una evolución del transistor HFET/HEMT
de GaN. Además, este nuevo transistor solventa los problemas
con la corriente de colapso que presentan los dispositivos
HFET de GaN y, por esta razón, los GIT se pueden usar
en aplicaciones de electrónica de potencia como inversores
de fase. La figura 8 muestra la mejora de eficiencia de un
inversor fabricado con dispositivos GIT en lugar de IGBTs
más el diodo antiparalelo [25]. El GIT es bidireccional, de
manera que no son necesarios los diodos antiparalelos. El
problema, como ocurre en el dispositivo cascodo GaN, es que
los rangos de tensión y corriente son todavı́a bajos, ya que
el dispositivo se encuentra en desarrollo. Panasonic es uno de
los fabricantes que está trabajando en el desarrollo de dicho
dispositivo (600 V/15 A).

IV. CONCLUSIONES

Los nuevos materiales (SiC y GaN) para los semiconducto-
res de potencia están siendo desarrollados por la mayorı́a de
los fabricantes, debido a que sus propiedades pueden solventar
las limitaciones que tienen los dispositivos tradicionales de
silicio. El SiC tiene un gran nivel de desarrollo. En este
sentido, es posible encontrar diferentes tipos de dispositivos
como diodos, BJTs, FETs y MOSFETs con unos rangos de
tensión entre 600-1700 V y corriente de 10-100 A (excepto
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TABLA I

MÓDULOS DE SI IGBTS COMBINADOS CON SIC.
FABRICANTE REFERENCIA Vblock (V) I(A) Tjmax (ºC) Rg (Ω) Qg (nC) Qrr (nC)
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DFpsRJUWJHwF_BJJ JUWW ps JUs W JJWWW UsW
DFLWRJUWUHbF_BJJ JUWW LW JUs W bUW UsW
DFJhWRJUWUHbF_BJJ JUWW JhW JsW W bUW UsW
APTsWGFhWJCUU hWW sW JsW Us Jhh UL
APTJsGFJUWJCUU JUWW Js JsW JWW QQ wW
APTUsGFJUWJCUU JUWW Us JsW sW JhW wW

Global Power

Infineon

Boost Chopper

APTUsGFJUWJCUU JUWW Us JsW sW JhW wW
APTGFsWDAJUWCTJG JUWW sW JsW sW bbW LW
APTUsGLQJUWJCUU JUWW Us Jps hW UWW JWW
APTwWGLQJUWJCUU JUWW wW JsW bs JLs LW
APTGLQwWDDAJUWCTbG JUWW wW JsW bW JLs wU

Buck Chopper GHISWwWAWhWSVAU hWW wW JsW sW JJs sW
GHISWhWAWhWSVAU hWW hW JsW sW JsW ps
GHISWLWAWhWSVAU hWW LW JsW sW UbW JWW
GHISWbWAJUWSVAU JUWW bW JsW hb Uss sU
GHISWwWAJUWSVAU JUWW wW JsW hb wLW JWw
GHISWhWAJUWSVAU JUWW hW JsW hb bwW JWs

Global Power

Microsemi

GHISWhWAJUWSVAU JUWW hW JsW hb bwW JWs
GHISWLWAJUWSVAU JUWW LW JsW hb QhW UWL

bV level

Four Pack

hsW

hsW

sW

ps

FwVsWRWpWUHb_BsJ

FwVpsRWpWUHb_BsJ

UwsW

wWWW

Infineon

JUs

JUs

W

W

sWW

LWW

bV level

FSbLbWRWpWUHbF_BJJ hsW bW JUs W bWW UUWW

UsWW

Infineon

FSbLsWRWpWUHbF_BJJ hsW sW JUs W sWW

algunos BJTs de mayor corriente), incluso es posible encontrar
módulos basados totalmente en SiC (tabla II). Uno de los retos
es conseguir fabricar un IGBT o dispositivo equivalente con
SiC. A dı́a de hoy, existen algunos estudios experimentales
que están tratando de conseguir una estructura estable en esta
lı́nea. Ası́ todo, la tecnologı́a SiC se encuentra en continua
evolución para lograr mejores eficiencias posibles gracias
a las cualidades del material. Por otro lado, la tecnologı́a
GaN necesita un mayor desarrollo, ya que la mayorı́a de
los dispositivos son experimentales y existen problemas para
fabricar un dispositivo totalmente de GaN, presentando unos
rangos reducidos de tensión y corriente sobre 600 V/10 A.



6TABLA II
ALGUNOS MÓDULOS full SIC EXISTENTES EN EL MERCADO.

FABRICANTE REFERENCIA Vblock (V) Rdson(mΩ) I(A) Tjmax (ºC) Rg (Ω) Qg (nC) Qrr (nC)

GAXVSICPXbcbt7 XbVV XVV b5 X75 _ 55 5b

GAbVSICPXbcbt7 XbVV 5V t5 X75 _ XVV 5b

GA5VSICPXbcbb7 XbVV bV 8V X75 VsV9 t7t bt7

GAXVVSICPXbcbb7 XbVV XV bVV X75 VsV9 t78 t9t

GeneSiC

SiC MOSFET

g SiC diode

X75 ts7 X89 _Semikron XbVV _ t5

CASXbVMXbBMb XbVV Xw XbV X5V Xs8 w78 XXVV
CASwVVMXbBMb XbVV 5 wVV X5V w X66 wbVV
CASwVVMX7BMb X7VV 8 bb5 X5V ws7 XV76 ttVV
APTMCXbVAM55CTXAG XbVV 55 tV X5V 75 98 X6V
APTSMXbVAM55CTXAG XbVV 5V 59 X75 7s5 b7b btV
APTMCXbVAMbVCTXAG XbVV bV XVV X5V wV w6V b6V
APTSMXbVAMb5CTwAG XbVV b5 XX8 X75 t 5tt t8V
APTSMXbVAMXtCDwAG XbVV X7 X78 X75 bs5 8X6 7bV

SKt5MLETXbCp

CREE

X75 ts7 X89 _Semikron XbVV _ t5

Half Bridge

APTSMXbVAMXtCDwAG XbVV X7 X78 X75 bs5 8X6 7bV
APTMCXbVAMV8CDwAG XbVV 8 X85 X5V X5 t9V X65V
APTSMXbVAMV9CDwAG XbVV XX b68 X75 Xs5 Xbbt XV8V
APTSMXbVAMV8CT6AG XbVV XV b9w X75 b Xw6V XbVV

APTMCXbVAMb5CTwAG XbVV b5 8V X5V wV X97 66V

APTMCXbVAMX6CDwAG XbVV X6 XVV X5V wV bt6 8b5

APTMCXbVAMXbCTwAG XbVV Xb X5V X5V bV t8w XbVV

APTMCXbVAMV9CTwAG XbVV 9 bVV X5V X5 6tt X6bV

APTMCX7VAM6VCTXAG X7VV 6V tV X5V 6V X9V _

APTMCX7VAMwVCTXAG X7VV 6V 8V X5V wV w8V _

XbVV _ X8V X5V XsX5 _ _

Microsemi

X7VV 6V 8V X5V wV w8V _
BSMX8VDXbPbCXVX XbVV _ X8V X5V XsX5 _ _
BSMXbVDXbPbCVV5 XbVV _ XbV X5V _ _ _
BSMX8VDXbPwCVV7 XbVV _ X8V _ _ _ _
BSMwVVDXbPbEVVX XbVV _ wVV X75 _ _ _

Semikron SKM5VVMBXbVSC XbVV _ 5tX X75 Vsw9 bb68 _

Six Pack CCSVbVMXbCMb XbVV 8V bV X5V ws8 6Xs5 b7V
CCS5VMXbCMb XbVV b5 5V X5V Xs5 X8V X8V
APTSMXbVTAMwwCTPAG XbVV Xb X5V X75 5 tV8 w6V
APTMCXbVTAMwwCTPAG XbVV ww 6V X5V wV Xt8 tX5
APTMCXbVTAMX7CTPAG XbVV X7 XVV X5V wV wbb 8VV

ROHM

CREE

Microsemi
APTMCXbVTAMX7CTPAG XbVV X7 XVV X5V wV wbb 8VV
APTMCXbVTAMXbCTPAG XbVV Xb X5V X5V bV t8w XbVV
SKiiP XwACMXbVX7 XbVV _ bt X5V 9 XXV _
SKt5MAHTXbSCp XbVV _ t5 X75 ts7 X89 _

SBD rectifier GHXSVXVAV6VScDX 6VV _ XV X75 _ _ b5

GHXSVbVAV6VScDX 6VV _ bV X75 _ _ 5V

GHXSVwVAV6VScDX 6VV _ wV X75 _ _ 75

GHXSVX5AXbVScDX XbVV _ X5 X5V _ _ 5b

GHXSVwVAXbVScDX XbVV _ wV X75 _ _ XV5

GHXSVt5AXbVScDX XbVV _ t5 X75 _ _ X56

Microsemi

Semikron

Global Power

GHXSVt5AXbVScDX XbVV _ t5 X75 _ _ X56

SBD Parallel GHXSVXVAV6VScDw 6VV _ XV X75 _ _ b5

GHXSVbVAV6VScDw 6VV _ bV X75 _ _ 5V

GHXSVwVAV6VScDw 6VV _ wV X75 _ _ 75

GHXSV5VAV6VScDw 6VV _ 5V X75 _ _ X7w

GHXSVX5AXbVScDw XbVV _ X5 X75 _ _ 5b

GHXSVwVAXbVScDw XbVV _ wV X75 _ _ XV5

GHXSVt5AXbVScDw XbVV _ t5 X75 _ _ X56

GHXSV6VAXbVScDw XbVV _ 6V X75 _ _ bV8

GHXSVXVAV6VScDt 6VV _ XV X75 _ _ 5VSBD Anti c

Global Power

GHXSVXVAV6VScDt 6VV _ XV X75 _ _ 5V

GHXSVbVAV6VScDt 6VV _ bV X75 _ _ 5V

GHXSVwVAV6VScDt 6VV _ wV X75 _ _ 75

GHXSV5VAV6VScDt 6VV _ 5V X75 _ _ XVV

GHXSVX5AXbVScDt XbVV _ X5 X75 _ _ 5b

GHXSVwVAXbVScDt XbVV _ wV X75 _ _ XV5

GHXSVt5AXbVScDt XbVV _ t5 X75 _ _ X56

GHXSV6VAXbVScDt XbVV _ 6V X75 _ _ bV8

Global Power

SBD Anti c

parallel

Existen algunas soluciones hı́bridas (GaN sobre silicio) como
el HEMT/HFET, encendido por defecto, y por esa razón
deben ser controlados con un MOSFET de silicio (estructura
cascodo). Los dispositivos GaN tienen que ser desarrollados
para poder usar las buenas propiedades de su material. Por
último, se puede afirmar que, hoy en dı́a, los dispositivos SiC
son mejor opción que los GaN por la madurez de la tecnologı́a.
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